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高い電子移動度を示すグラフェンは次世代半導体デバイス材料として期待されている。しかしグ

ラフェンはギャップレス半導体であるためスイッチングデバイスへの応用のためにはバンドギャップ

の付与が必要である。ナノリボン化は有力な手法であり、様々な形成法が報告されている。我々の研

究室ではナノ構造を持つ SiC ナノ表面（図 1）に着目し、選択的にグラフェンを成長させ、グラフェ

ンナノリボン（GNR）の形成を試みている(3)。 

本研究では、単層エピタキシャルグラフェンを SiC ナノ表面に転写し熱処理することでグラフェ

ンナノ構造を作成することを目的としている。図 1 に目的とするグラフェンナノ構造の模式図を示す

が、テラス面上のグラフェンは (0001)面と結合を形成し、非グラフェン化（Buffer 層）する。一方、

ファセット上のグラフェンは結合しないため、結果的にファセット上のグラフェンは擬似的なナノリ

ボンとなることが予想される。 

SiC 熱分解雰囲気(Ar)に微量の C2H4を添加することで比較的低温で単層グラフェンが成長

し、さらにそのグラフェンは容易に剥離が可能である(4)。この単層グラフェンを Cu と熱剥離テ

ープを用いて剥離し、SiC ナノ表面に転写した。図 2 に転写したグラフェンのラマンスペクトル

を示す。D-band 強度が比較的弱く剥離・転写過程で欠陥が誘起されていない。SiC に対して 30˚

の回転角度を目標に転写し、1050˚C でアニール処理を施した後の LEED 像を図.3 に示す。明瞭

な SiC およびグラフェンの電子線回折スポットおよび√3 構造が観察された。この√3 構造はア

ニール過程において生じたものであり、グラフェンと SiC に何らかの相互作用が生じた結果であ

ると考えられる。更に，アニール処理によってラマンスペクトルの 2D-band は高波数側へシフト

していることも相互作用の結果であると思われる。当日は ARPES による電子状態の観察結果に

ついても述べる。 
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図.3 アニール後のグラフェン/SiC  

の LEED 像 

図.2 グラフェン成長・転写後の 

ラマンスペクトル 

図.1 SiC ナノ表面上の単層グラフ
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